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発明の内容（概要）

【課題】本発明は、レーザー光を用いた微細構造体の形成方法に関するもの。
パルス幅がピコ秒オーダー以下のレーザー光を基板に集光照射し、その焦点を
走査して構造改質部を形成する場合において、安定したエッチング速度でエッ
チングされる、ナノレベルの構造改質部を形成することが可能な、微細構造体
の形成方法を提供する。

【解決手段】光源から出射した、パルス幅がピコ秒オーダー以下のレーザー光
１０２を、基体１０１内に集光照射し、焦点１０２ｆを走査することにより、
基体１０１内に構造改質部１０３を形成する第１工程と、構造改質部１０３を
エッチング処理することにより、基体１０１内に微細孔を形成する第２工程と、
を備え、第１工程に用いるレーザー光１０２は、円偏光レーザー光へと変換さ
れ、焦点１０２ｆにおける強度は、直線偏光レーザー光を基体１０１に照射し
た際に、構造改質部１０３を形成するのに必要な強度よりも大きい。

【右図の説明】
（ａ）本発明の微細構造体の形成方法のうち、第１工程中の被処理体の斜視図。
（ｂ）レーザー光のパルスパワーの制御系について、模式的に示した図。
（ｃ）本発明の微細構造体の形成方法のうち、第２工程中の被処理体の斜視図。

１０、２０：制御系、１１：対物レンズ、１２：パワーメータ（計測手段）、
１３：モニタ（表示手段）、１４：配線、１５、１５ａ、１５ｂ：レーザー光、
１０１：基体、１０２・・・円偏光レーザー光、１０２ｆ・・・焦点、
１０３、１０３ｃ、１１３、１２３：構造改質部、
１０３ａ：一端、１０３ｂ：微小改質部、 １０４：容器、１０５：エッチング液、
Ｅ：偏光方向、Ｓ：走査方向、


